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Przedmiotem patentu jest poédiprzewodnikowa
dioda luminescencyjna emitujgca prawie réwno-
legla wigzke promieniowania niekoherentnego.

Promieniowanie generowane w diodzie polprze-
wodnikowej jest wynikiem spontanicznej rekom-
binacji . no$niké6w ladunku w tzw. obszarze czyn-
nym obejmujacym zlgcze p—n i przylégajace
do niego obszary poéilprzewodnika typu p i typu
n. Proces ten zachodzi izotropowo, jednak wsku-
tek silnej absorpcji promieniowania w obszarze
p, na zewnatrz moga sie praktycznie wydostaé
tylko te promienie, ktére rozchodzg sie w plasz-
czyzZnie obszaru czynnego lub wchodzg do ob-
szaru typu n. Z uwagi na konieczno§é wykonania
odpowiedniego kontaktu elektrycznego do obsza-
ru n oraz konieczno$§¢é odprowadzania ciepta wy-
twarzanego w diodzie, w praktyce wykonuje sie
diody, w ktérych wykorzystuje sie albo cze§é pro-
mieniowania przechodzgcego przez obszar n, albo
te cze$é, ktoéra rozchodzi sie w plaszczyznie zig-
cza. Stwierdzono do$wiadczalnie, ze moc obydwu
tych skladowych jest poréwnywalna, przy czym
rozklad promieniowania w przestrzeni odpowiada
prawu Lamberta.

Wytwarzane obecnie diody luminescecyjne ma-
ja zwykle konstrukcje wykorzystujaca cze§é pro-
mieniowania przechodzaca przez obszar n, gdyz
ich promieniowanie moze byé latwo skupione za
pomoca soczewki. Wada takiej konstrukeji jest
znaczne zuzycie materialu poélprzewodnikowego
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wynikajace stad, ze powierzchnia plytki 'pélprze-

wodnikowej musi byé duzo wieksza od powierzch-'

ni obszaru czynnego z uwagi na konieczno§é¢ wy-
konania kontaktu do strony n. Konstrukcja ta
cechuje sie¢ ponadto duzg oporno$cig szeregowa
diody oraz stosunkowo malg przewodno$cig ciepl-
na. Powyzszych wad nie posiada konstrukcja wy-
korzystujaca cze§é promieniowania rozchodzgcg
sie w plaszczyznie zlgcza.

Celem wynalazku jest dioda luminescencyjna
o konstrukeji pozwalajacej na eliminowanie wad
jakie maja obecnie wytwarzane diody.

Cel ten zrealizowano budujac diode luminescen-
cyjng, w ktérej wykorzystuje sie te cze$é promie-
niowania generowanego w zlgczu p — n, ktore roz-
chodzi sie bezposrednio w plaszczyznie zlgcza.

Istota wynalazku polega na tym, Ze promienio-
wanie generowane w zlgczu p—n diody lumi-
nescencyjnej, ktére rozchodzi sie w kacie 2 I —
liczconym w plaszczyinie zlgcza — zostalo skupio-
ne za pomocy zwierciadla -parabolicznego, przy
czym dioda luminescencyjna znajduje sie w og-
nisku zwierciadla, a samo zwierciadlo wykonane
zostalo z tworzywa bedacego izolatorem elek-
trycznym i powierzchnia paraboloidy zostala po-
kryta powloka metaliczng.

Przyklad wykonania diody luminescencyjnej
emitujgcej prawie r(’)wno‘légla wigzke promienio-
wania zostanie oméwiony w oparciu o rysunek,
gdzie fig. 1 obrazuje jakie kierunki moze przy-
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ja¢é promieniowanie generowane w zlgczu p—n,
@, oznacza kierunek promieniowania emitowane-
go prostopadle do plaszczyzny zlacza, a ¢, Kkie-
runek promieniowania emitowanego w plaszczyz-
nie zlgcza.

Fig. 2 pokazuje oméwiong zasade konstrukeji
diod, gdzie I oznacza natezenie promieniowania.

Fig. 2a obazuje zasade diody wykorzystujacej
te cze$é¢ promieniowania, ktéra przechodzi przez
obszar n, za§ fig. 2b obrazuje zasade diody wy-
korzystajacej te cze$é promieniowania, ktéra roz-
chodzi sie w plaszczyznie zlgcza.

Fig. 3 przedstawia w przekroju poprzecznym
konstrukecje diody luminescencyjnej wedlug wy-
nalazku. Sklada sie ona z poélprzewodnikowej
plytki 1, w ktorej wytworzone jest zigcze p—n,
z elektrycznych doprowadzen 2 i 3 do obydwu
obszar6w zlgcza p—n oraz obudowy 4, ze zwier-
ciadlem 5 i elektrycznego przewodu 6 odizolowa-
nego od obudowy za pomocg tulejki 7. Zwier-
ciadlo jest hermetycznie zamkniete od goéry za
pomoca okienka 8.

Obudowa 4 jest z metalu i ma ksztalt walca
z wykonanym w §rodku otworem o zmiennej
Srednicy tak dobranej, ze od strony wieksze]j
§rednicy mieS§ci sie w niej zwierciadlo 5 a od
strony mniejszej $rednicy mozna wsunaé trzpien
2 stanowigcy jedno z doprowadzen diody. Na
zewnetrznej stronie $§cianki obudowy wykonany
jest od strony mniejszej $rednicy gwint umozli-
wiajgey latwe umocowanie diody w ukladzie op-
tycznym, za$ od strony wiekszej S$rednicy wyko-
nane sg naciecia (,,molet”) ulatwiajace wkrecanie
diody. W $&ciance obudowy znajduje sie otwér,
przez ktéry przechodzi przewéd 6 oraz koszulka
izolacyjna 7. Zwierciadlo 5 ma ksztalt pataboloidy
i jest wykonane przez wlanie cieklego tworzywa
o wiasciwosciach izolatora elektrycznego, np. zy-
wicy epoksydowej, do obudowy 4, w ktorej
uprzednio umieszczono szablon o odpowiednim
ksztalcie. Zwierciadlo moze tez byé wykonane
przez wytloczenie ksztaltu paraboloidalnego w two-
rzywie umieszczonym uprzednio w obudowie. Pa-
raboloidalna powierzchnia zwierciadla jest nastep-
nie pokryta cienka powlokg metaliczng np. zlto-
tem. Material, z ktérego wykonuje sie zwier-
ciadlo wplywa do otwor6w w obudowie miesz-
czacego przewdd, dzieki czemu uzyskuje sie trwa-
le polgczenie mechaniczne przewodéw 6 z obu-
dows. Doprowadzenie diody 2 wykonane jest z
metalu i ma ksztalt walca zakonczonego stoz-
kiem. W czasie montazu walec ten umieszczony
jest w roztworze obudowy w taki spos6b, aby
plytka znalazla sie w ognisku paraboloidy, nastep-
nie jest on mechanicznie polgczony z obudowag
za pomocy odpowiedniego kleju. Jego dlugosé
jest tak dobrana, ze mieSci sie catkowicie w obu-
dowie, co zabezpiecza przed mechanicznym uszko-
dzeniem diody. Drugie doprowadzenie diody '3
wykonane jest z drutu lub taSmy i jest polgczone
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z przewodem 6. Boczne S§cianki plytki polprze-
wodnikowej 1, przez ktoére przechodzi promienio-
wanie sg pokryte substancja zmniejszajacg odbi-
cie promieniowania na granicy péiprzewodnik —
powietrze. Substancjg tg moze byé np. warstwa
dwutlenku krzemu SiO, o odpowiednio dobranej
grubo$ci. Okienko~8 wykonane jest z materialu
przepuszczajgcego promieniowanie emitowane
przez diode. Moze ono mieé¢ ksztalt np. plytki
ptaskoréwnolegiej lub soczewki przymocowanej
do obudowy za pomocg odpowiedniego kleju.

Dziatanie diody luminescencyjnej wedlug wy-
nalazku polega na tym, Zze po przylozeniu napie-
cia elektrycznego pomiedzy obudowe 4 i prze-
wod 6, przez plytke pélprzewodnikowg 1 prze-
plywa prad elektryczny, w wyniku czego w obsza-
rze czynnym wytwarzane jest promieniowanie
wychodzgce przez boczne S$cianki plytki. Promie-
niowanie to odbija si¢ od §cian zwierciadla i w
formie prawie réwnoleglej wigzki wychodzi z
diody. W przypadku zastosowania soczewki mo-
Ze ono by¢ skupione poza diodg w wymaganej od-
leglo$ci. Cieplo wytwarzane w diodzie odptywa do

obudowy pelnigcej jednocze$nie funkcje radia-
tora.
Zastrzezenia patentowe
1. Pélprzewodnikowa dioda. luminescencyjna

emitujaca prawie roéwnolegla wigzke promienio-
wania znamienna tym, Ze plytka poiprzewodniko-
wa (1) zawierajaca emitujgcy promieniowanie ob-
szar zlgcza p—n znajduje sie w ognisku zwier-
ciadla parabolicznego (5) na metalowym doprowa-
dzeniu (2) w formie walca zakonczonego stozkiem
i jest umieszczona w metalowej obudowie (4) ma-
jgcej ksztalt cylindra wewnatrz wydrazonego o
przekroju w ten spos6b wyprofilowanym, Ze W
czeSci cylindrycznej wydragzenia znajduje sie do-
prowadzenie (2) za$§ w dalszej cze$ci jest para-
boliczne zwierciadlo (5) wykonane w izolatorze
(7), wewnatrz ktérego znajduje sie drugie dopro-
wadzenie diody (3) przymocowane do przewodu
(6) przechodzacego przez dodatkowy otwér w- obu-
dowie (4), a zwierciadlo paraboliczne (5) jest po
stronie jego wylotu zamkniete okienkiem w
ksztalcie ptytki plaskordéwnoleglej lub soczewki.

‘2. Pélprzewodnikowa dioda luminescencyjna
wedlug zastrz. 1 znamienna tym, Zze zwierciadio
paraboliczne (5) wykonane jest z tworzywa izo-
lujacego elektrycznie, na przyklad z zywicy epo-
ksydowej przez odlanie lub wytloczenie tego two-
rzywa w obudowie (4), a nastepnie pokrycie po-
wierzchni paraboloidy powlokg metaliczng, na przy-

klad zlotem, obrobiong tak, by dawala duzy
wspoélczynnik odbicia.
3. Polprzewodnikowa dioda luminescencyjna

wedtug zastrz. 1 i 2 znamienna tym, ze obudowa
(4) po stronie jej mniejszej §rednicy wydrazenia,
ale na zewnatrz jest nagwintowana, a po stronie
wiekszej Srednicy wydrazenie, czyli po stronie wy-
lotu zwierciadta ma na zewnatrz moletowanie.
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